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センシングのための Event-based vision sensor（EVS）と統合し演算する，低消費エネルギーの

SRAM Computation-in-Memory（CiM）を提案する [1]。従来のフレームカメラと比較して，EVS

は画素の光の強度変化を非同期で検出し出力するため，そのデータは空間的に疎，時間的に密で

あるという特徴がある [2]。Fig. 1(a)は EVS で取得した運転中の車窓からの風景とそのイベント数

の解析結果を示す。EVS の各画素の光の強度が増加する場合を On-event（赤），減少する場合を

Off-event（緑）と呼び，EVS はイベントが発生するたびに（time, pixel-x, pixel-y, On/Off-event）を

出力する。 

提案する SRAM CiM は EVS から出力されるイベントを受け取り，On-event および Off-event を

それぞれ演算する（Fig. 1(b)）。イベントデータを演算する spiking neural network（SNN）のマルチ

ビット重みは SRAM CiM に保存されている。Fig. 1(a)で示したように EVS は常にイベントを出力

のではなく，突然にイベント数が増加することがある。そのため，On-event 数および Off-event 数

を数え上げ，イベント数が非常に多い場合は SRAM CiM の一部のワード線だけを活性化し動作す

る（Partitioned Word-line (WL) activation）。提案した EVS 向けの SRAM CiM は EVS のデータの特

徴によって，フレームカメラと比較して 8.1×10-6 倍のエネルギー効率を達成できる。 
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Fig. 1 (a) Snapshot of EVS data and its event count acquired from driving car. (b) Event-driven SRAM CiM 

for 2-bit weight multiply-accumulate (MAC) operation [1]. 
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